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Sposéb uzyskiwania dowolnych obszaréw zwiekszonego
przewodnictwa w prébce polprzewodnika o niskiej koncentracji
elektronow swobodnych
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb uzyskiwa- Cel ten zostal zgodnie z wynalazkiem osiggniety
nia dowolnych obszar6w zwiekszonego przewod-, przez dgstarczenie do zalozonych obszaréw zwiek-
nictwa w prébce polprzewodnika o miskiej kon- szonego przewodnictwa probki, energii w iloSci wy-
centracji elektrondw swobodnych nalezacy do dzie- starczajgcej do trwalego przejscia elektronow ze
dziny techniki proces6w wytwarzania krysztaldw s stanéw domieszkowych do pasma przewodnictwa.
polprzewodnikowych o kontrolowanej ilosci do- Omowiony sposéb umozliwia uzyskamie dowol-
mieszek elektrycznie czynnych. nych obszar6w zwiekszonego przewodnictwa, bez

Znany jest"z polskiego opisu patentowego nr wprowadzenia zaklécen w strukturze krystalicznej
76 128 spos6b zmniejszania koncentracji swobodnych probki. Sposéb wedlug wynalazku zostanie wyjas-.
elektroné6w domieszkowych w polprzewodnikach, 10 niony na ponizszym przykladzie.
ktory polega na obnizeniu temperatury poéiprze- Probke antymonku indu o zmniejszonej koncen-
wodnika do temperatury nieznacznie wyzszej od tracji elektronow swobodnych poprzez obnizenie
temperatury krytycznej dla danego poiprzewodni- temperatury do 130°K, a nastepnie podwyzszeniu
ka, ponizej ktérej nie wystepuje przejscie elek- ciSnienia do 1103) atm oraz obnizenie témperatu-
tron6w pomiedzy pasmem przewodnictwa a elek- 15 ry nizszej mniz 110°K poddaje sig¢ dzialaniu sku-
tronowo jonowym poziomem domieszkowym. Na- pionego w laserze strumienia $wietlnego, w ob-
stepnie poOlprzewodnik poddaje sie zwigkszonemu szarach zalozonego zwigkszonego przewodnictwa.
cisnieniu az do osiggniecia zadanej wielkiosci kon- Dostarczona do okreslonego miejsca prébki ener-
centracji elektron6w swobodnych, po czym obniza gia umozliwia przejscie elektron6w ze stanéw do-
sie temperature ponizej temperatury krytycznej. 20 mieszkowych do pasma przewodnictwa, a tym sa-

Sposob ten wokazuje sie zupelnie nieprzydatny w mym lokalne, trwale zwiekszenie przewodnictwa
przypadku konieczno$ci uzyskania w danej probie w tym obszarze.
struktur powierzchniowych i/lub przestrzennych w
réznym przewodnictwie, czasem bardzo: skompli- ! Zastrzezenie patentowe
kowanych. B

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, kto- Sposdb uzyskiwania dowolnych obszarow zwiek-
ry umozliwilby .uzyskanie dowolnych obszarow szonego przewodnictwa w prébce pélprzewodnika
zwiekszonego przewodnictwa w proébce poéiprzewod- o niskiej koncentracji elektronéw swobodnych po-
nika o zmniejszonej koncentracji swobodnych e- legajacy na obniZeniu temperatury po6iprzewodni-
lektronéw domieszkiowych. 30  ka do temperatury mieznacznie wyzszej od tempe-
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ratury krytycznej danego pélprzewodnika, nastep- dtug patentu nr 76 128, znamienny tym, ze do zalo-
nie poddaniu poélprzewodnika cisnieniu, az do o- zonych obszaréw zwiekszonego przewodnictwa do-
siagnigcia wymaganej koncentracji swobodnych e- starcza sig energie w ilosci wystarczajacej do przej-
lektronéw, po czym obniza sig¢ temperature poéi- scia elektronéw ze staniw domieszkowych do pas-

przewodnika ponizej temperatury krytycznej we- & ma przewodnictwa.

LZG Z-d Nr 2 zam. 1940/78 110 egz. A4

Cena 45 21



	PL95106B3
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


